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1．背景と研究目的 

近年、無線通信は著しく発展しており、通信デバイスの動作周波数はミリ波帯などへの高周波数化が

進んでいる。それに伴い、誘電体セラミックスでは誘電特性の更なる向上が求められている。比誘電率

(εr)が 10 以下の低誘電率材料は、高周波回路基板として用いられ、εr≧20 の誘電体材料は共振器などへ

応用される。そこで本研究では、低誘電率材料としてディオブサイト(CaMgSi2O6)をベースとした

Ca1+xMg1-xSi2O6 (以下 CMS)および εr ≧ 20 の誘電体材料としてダブルペロブスカイト構造をもつ

Sr2(SmNb)1-0.5xSnxO6 (以下 SSNSx と表記)の組成 x に伴う結晶構造の変化を明らかにするために、シンク

ロトロン光による粉末 X 線回折測定とそれを用いた結晶構造解析を行った。   

 

2．実験内容 

CMSとSSNSxセラミックスは共に高純度の原料を用い固相反応法にてにて合成した。得られたSSNSx

と CMS の粉末をそれぞれ 0.1mm と 0.2mm 径のリンデマンガラス製のキャピラリーに充填し、BL5S2

ビームラインを用い、0.8Åの波長にて粉末 X 線回折の測定を行った。SSNSx に対しては、得られた粉

末 X 線回折パターンを用い、リートベルト解析(RIETAN-FP1))により結晶構造の精密化を行った。 

 

3．結果および考察 

Fig.1 に SSNSx の粉末 X 線回折パターンを示す。全

組成域で第 2 相の生成は認められず、x の増加に伴い

高角側へのピークシフトが確認されると同時にピーク

プロファイルの変化が認められる。このことから Sn

によるBサイト置換に伴い SSNSxの結晶構造の変化が

示唆される。Fig.2 に x = 0 におけるリートベルト解析

によるパターンフィッティングの結果を示す。x = 0 で

は単斜晶(P21/c)の結晶構造モデルにて良い一致を示し、

x = 0.5 までは同様の結晶構造を有することが示唆され

た。さらに x > 0.5 の組成では三方晶への変化が示唆さ

れ、今後 x > 0.5 の組成における結晶構造解析を行う予

定である。  

また CMS の粉末 X 線回折については、本実験では

回折強度が不十分であり、測定条件を再検討した後、

粉末 X 線回折測定を行う予定である。 
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